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TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO

Transistores de efecto 

de campo de juntura

JFET - MESFET

Transistores de Efecto de 

Campo de Compuerta Aislada

IGFET o MOSFET
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Funcionamiento asimilable al 
de una fuente de corriente
controlada por tensión

La tensión puerta- fuente (vGS) 

modula el ancho del canal y 
controla la conducción entre 

drenaje y fuente

El terminal de control (puerta) 
no maneja corriente salvo 
pequeñas corrientes de fuga

(IG ≈≈≈≈ 0)

La diferencia entre drenaje 
y fuente está determinada 

por el sentido de 
circulación de corriente
(el drenaje es el terminal por 
donde ingresa la corriente)
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zona resistiva u óhmica
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Corregir en apunte

Límite continuo entre zona 

resistiva y zona de saturación 

del canal.

Tensiones de ruptura

La máxima tensión que se puede aplicar entre dos terminales: 
tensión que provoca ruptura por avalancha en la juntura

iD

vDS

NJFET
D

S

G G

D

S

N-JFET

V  < 0PN

P-JFETD

S

G G

D

SV   > 0PP

0<<<<<<<<
	SGv

NP
VSi

PP
VSi <<<<<<<<

PSGv0conducción

PSGSD V<< −−−−vv
P

SD

P

SG
SSDD

VV
I

vv
i 





−−−−≈≈≈≈ 12 N)D(Or

PSGDS V−−−−≥≥≥≥ vv

2

1 







−−−−≅≅≅≅

P

SG
SSDD

V
I

v
i







−−−−====

P

SG

P

SSD
m

VV

I
g

v
1

2

λλλλ
λλλλ++++

====
D

SD
SDr

i

v1

V

i
D

v
GS

P

0====

>>>>

D

PV 

i

v SG

corte



3

MESFET
transistor de efecto de campo de juntura metal-semiconductor

Canal:

semiconductor compuesto (ArGa)

Puerta: metal

Interfase puerta canal:

unión Schottky

ArGan

n+

n+
D

G

S

Electrones

con alta

movilidad

Dispositivos de alta velocidad

Funcionamiento similar a JFET

Conduce con vGS=0 VT entre –3V y –0,3V

IGFET  o  MOSFET

Transistores de Efecto de Campo
de Compuerta Aislada

normalmente

abiertos

enriquecimiento

normalmente 

en conducción

empobrecimiento

NMOS

MOS de 

enriquecimiento

MOSFET de 
empobrecimiento

Canal preformado

Normalmente en 

conducción

Normalmente 

cortado n

Sustrato p
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n
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N M O S

enriquecimiento

empobrecimiento

PMOSNMOS

MOSFET enriquecimientoMOSFET enriquecimientoMOSFET enriquecimientoMOSFET enriquecimiento

NMOS   ⇒⇒⇒⇒ VT > 0 PMOS   ⇒⇒⇒⇒ VT < 0

Normalmente 

cortado

vGS < VT ⇒⇒⇒⇒ iD = 0 vGS>VT ⇒⇒⇒⇒ iD=f(vGS,vDS)

NMOS   ⇒⇒⇒⇒ VT > 0 PMOS   ⇒⇒⇒⇒ VT < 0

enriquecimiento
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movilidad  de portadores

iD →→→→ disminuye

VP disminuye si aumenta T

iD →→→→ aumenta

Cº
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Limitaciones de potencia

Potencia = iD v DS  ≤≤≤≤ PMAX

Datos fabricante

JFET IDSS ,VP

PMÄX

BVGSO, BVDSO

MOSFET VT , K (iD@vGS)

PMÄX

BVGSO, BVDSO

JFET: tensión pico inverso juntura  

BVGSO = BVGDO (30 a 50V)
MOSFET: tensión de ruptura del aislante

BVGSO = BVGDO (100V o más)

Tensiones de Ruptura

BVDSO  

JFET (20 a 40V)

MOSFET (≥30)


